GD 242

Verwendung: Germanium-pnp-Leistungs-
transistor fiir Verstirker-Endstufen und als
Paare fiir Gegentaktstufen im Niederfre-
quenz-Gebiet sowie fiir Schalteranwendung
bis 48 V. Zuldssige Umgebungstemperatur
#a von —25°C bis +65°C

Standard: TGL 200-8240

Abmessungen: Bauform D 2, TGL 11 811

Masse~ 12 g

Zuldssige Hochstwerte

fir 8a = 45°C

-UcBo = 50V -lc = 3,0A

-UeBO == 20V lE = 36A

-UCER = 48V -l = 06A

bei RBE = 5002 9 = 85°C ,

-UCEs = 50V Pa = 65°C sl

Widrmewiderstand Riny < 4

Kennwerte fiir $a = 25°C =5 grd o et , M S W

Stron}-
Min Typ Max MeBbedingungen verstdrkungs-

gruppen

Reststrome

-lcBo 35 pA | 100 A -UcB = 6V

=ICEO 1 mA 3mA| -Uce= 6V

~lcev 0,06 mA 1TmA! -Uce =30V, -UBE =1V

-leBO 50 pA | 500 pA -Ue = 20 V \

-Ices 0,5 mA 4 mA! -Ue=50YV

Ubergangsfrequenz

fr 450 kHz UCE=6V, -lc = 0,1 A

Sdttigungsspannung _ 1

Ucksat | 025V | 06V | -c=3A, -8 =05A

Basis-Emitter-Spannung

-UsE 035V | 07V ‘ c = 05 A, -UcE = 6 V

-UBE 0,75 V 14V | -lc =20A, -Uce =2V

Gleichstromverstérkung

B 40 -Uce=6V,-lc =01A

B 20 35 sic =2A,-UcE=2V A

B 29 55 : B

B 45 4 80 C

B 68 D



Min Typ |  Max _MeBbedingungen
B-Abfall
Bz,0 | [l =2A U
S, -UCE =2 V
Bos i | e = 05 A
Pdrchenbedingungen
181 19 -lc =05 A, -Uce =6V
IB2 ) -lc =83 A,-UcE=2V
Uset 1,2 dc = 3 A, -Uce = 2 V
UBke2
Die Schaltzeiten wurden mit folgender 10082
MeBschaltung ermittelt: . .
Schaltzeiten: 50 _
] +
| Typ Max |6V
tein 20 us 40 us
ts 5us 10 us
t 6 us 12 ps ~ig |

Ubersteuerungsfaktor m = 3

Bestellbeispiel fiir einen Transistor
der Stromverstdrkungsgruppe D

Transistor GD 242 D



Maximale Verlustleistung als Funktion der

12 1 = :
Umgebungstemperatur #a. ange%zf:;gldeale
Montageart und Kiihlfiiche = Parameter. f =300cm
Die maximale Verlustleistung ist fir den X |
Grenzwert von Rihi = 4 grd/W ermittelt o 8 K= 200cm?
worden. . 1 :
b; * - r K‘7006m2
S a5 :
5 4 :
3 . .
E X SQCmZ P .
R L
0 W -t
20 40 60 80
Umgebungstemperatur v, in °C —>
direkte Montage
= w= [solierte Montage
K = Kihlfidche
Mittlere Kollektor-Emitter-Spannung als
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Mittleres Kennlinienfeld fiir 3a = 25°C
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Kollektor-Basis-Reststrom als Funktion der

Sperrschichttemperatur fiir -Ucs =

“Ucg =1V
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Kollektor-Emitter-Reststrom als Funktion der 10° l
Sperrschichttemperatur fiir -Uce = 6 V PR — /
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Ausgangskennlinien:
-lc == f (-UcEg)
bei -Uce = 0...2V

Kollektorstrom als Funktion der Basis-Emit-
ter-Spannung

-lc = f (-UBE)

fa = 25°C
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